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概要：化合物半導体による高効率タンデム太陽電池の研究は、4接合セル 
を検討する段階に入っている。現在、精力的に研究されている 3接合セル 
GaInP(1.8eV)/GaAs(1.4eV)/Ge(0.66eV)に対して、禁制帯幅 1.0eVの第 4セ 
ルを追加することにより、AM1.5、500倍の集光下で 52％という高効率が 
得られることが理論的に期待されている。このような第 4セルの材料として 
GaAs及び Geに格子整合する GaInAsNに大きな期待が寄せられており、高 
品質 GaInAsN薄膜の実現は、すべてのセル材料が格子整合した極低欠陥密 
度の高性能タンデムセルが実現できる可能性を有している。この高品質化を 
実現するために必要となる結晶薄膜内での原子配位を制御するサイトコント 
ロールエピタキシャル技術の研究開発を行っている。 
２．内容：化合物半導体薄膜形成法としての RF-MBE 法は、超高真空環境下での成長であるため電子線な
どによる種々のモニタリングが可能であるため原子レベルでの膜厚制御が可能である、低温成長に適してい
る、などの特徴を有している。しかしながら、原子配位を制御することは容易ではなく、結晶薄膜の高品質化
を阻んでいた。そこで、光学測定などにより高品質化に必要な原子配位の特定を行い、In-N フラグメントなど
を形成する新たな手法に基づいてサイトコントロールエピタキシーを実現する。 
３．応用例：高効率太陽電池、長波長帯レーザダイオードなど各種光・電子デバイス用半導体薄膜結晶。 
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